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ХVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та 
наносистем (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка). Матеріали. 
/ За заг. ред. проф. Прокопіва В.В. – Івано-Франківськ : Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – 388 с. 
 

Представлено сучасні результати теоретичних і експериментальних 
досліджень з питань фізики і технології тонких плівок та наносистем 
(метали, напівпровідники, діелектрики, провідні полімери; методи 
отримання та дослідження; фізико-хімічні властивості; нанотехнології і 
наноматеріали, квантово-розмірні структури, наноелектроніка, тощо. 
Матеріали підготовлено до друку Програмним комітетом конференції і 
подано в авторській редакції.  

Для наукових та інженерних працівників, що займаються проблемами 
тонкоплівкового матеріалознавства та мікроелектроніки. 

Рекомендовано до друку науково-технічною радою Фізико-хімічного 
інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» 

 
XVI International Conference Physics and Technology of Thin Films and 
Nanosystems (dedicated to memory Professor Dmytro Freik). Materials. / Ed. 
by Prof. Prokopiv V.V. – Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National University, 2017. – 388 с. 
 

The results of theoretical and experimental researches in directions of the 
physics and technology of thin films and nanosystems (metals, semiconductors, 
dielectrics, and polymers; and methods of their investigation; physic-chemical 
properties of thin films; nanotechnology and nanomaterials, quantum-size 
structures; thin-film devices of electronics, are presented. The materials 
preformed for printing by Conference’s Organizational Committee and Editorial 
Board, are conveyed in authoring edition.  

For scientists and reserchers on the field of thin-film material sciences and 
nanoelectronics. 
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Optimization of Growing Process of the Thin-Film Structures 
ZnS by Method of Gas-Dynamic Flow of Vapor 

Lopjanko М.А.1, Gaidai S.I.2, Leschiy R.M.3, Kosovan R.Р.3, Samojlenko D.V.3 
1Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

2Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine 
3Kalush Polytechnic College, Kalush, Ukraine 

In this work is research basic parameters of the deposition process ZnS by 
gas-dynamic flow of vapor. The dependence of parameters of the deposited 
material from technological conditions and made optimization for 
nanostructures and films. Described opportunities for effective recruitment of 
technological parameters for materials with predictable properties [1-3]. 

The growth of coefficient values of condensation α and bringing them 
closer to 1 indicates on the prevalence of the condensation process of 
reevaporation material particles from the walls surfaces in the high range of 
values ξ (Fig. 1). This process also illustrates that when ξ ≈ 0,6 curve of 
condensation velocity exposed fracture. The dependence of the calculated values 
of the resulting condensation velocity ω * from dimensionless coordinate ξ 
indicates that when ξ ≈ 0,35 received film have the largest thickness. Evaluation 
of the reevaporation material makes it possible to specify a region with a 
structural perfect material which is before the maximum of resulting 
condensation velocity. Further reduction of the relative density ρ/ρ1 and 
increasing degree of vapor phase supersaturation with increasing ξ can be 
explained by increasing the mean free path of molecules (Fig. 2).  

 

  
Fig. 1. The dependence of the calculated 

values of the condensation coefficient α from 
temperature gradient dTc/dx and 

dimensionless coordinates ξ (Ts = 923 К, 
L = 0,08 m, d = 0,05 m). 

Fig. 2. The dependence of the calculated 
values of the critical cross section хкр from 
substrate temperature Ts and temperature 
gradient dTc/dx (L = 0,08 m, d = 0,05 m). 
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